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AlGaAs/AlAs 量子井戸は、AlAs 層に X 点電子が閉じ込められ、AlGaAs 層にΓ点正孔が

閉じ込められる。そのため、X 点電子とΓ点正孔が界面を挟んで結合したΓ-X 励起子によ

るボーズ・アインシュタイン凝縮の実現が期待されている。前回、(001)面から 23.8°offし

た基板上に成長温度 610℃で成長すると平坦な界面が得られ、Γ-X 励起子の強い発光が

1821meV付近で得られることを示した。また AlxGa1-xAs/AlAs多重量子井戸中の電子及び正

孔の波動関数を求め、AlAs 層内の軽い電子の方が重い電子より約 10倍 AlGaAs 層内の正孔

と結びつきやすいことがわかっている。今回は電界を印加したときの波動関数の変化を求

め、解析したので報告する。 

解析した試料は、AlAs(20 nm) /Al0.4Ga0.6As (20 nm)×2 の量子井戸である。図 1に電圧を印

加した際の井戸の状態と電子及び正孔の波動関数を示す。図 1 を見ると電圧を印加するこ

とにより井戸が傾き、電子と正孔が界面に押し付けられることがわかる。これより、印加す

る電圧の大きさに対して、電子と正孔の波動関数がどの程度界面へ移り、さらに各波動関数

の重なり積分値が変化するかを解析した（図 2参照）。図 2より、電圧値を大きくするほど

各波動関数の重なり積分値も大きくなっており、励起子エネルギーが小さく、発光寿命が短

くなると考えられる。 
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図図 1:電圧印加後の波動関数 図図 2:電圧と波動関数の重なり積分値 
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